Tensao superficial de caldas herbicidas com diferentes fontes de aguas
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A tensao superficial consiste em um equilibrio entre as forcas que irdo atuar sobre a superficie
das moléculas de um liquido em relagcdo as moléculas internas, € uma propriedade fisica
importante das caldas herbicidas, pois pode interferir na molhabilidade do alvo e
consequentemente na eficiéncia da aplicacdo. Outro fator que pode interferir na eficiéncia da
aplicagao de herbicidas é a qualidade da agua, devido as impurezas e substancias dissolvidas
que podem conter. Diante disso, objetivou-se avaliar a tensao superficial de caldas herbicidas
preparadas com diferentes aguas. As aguas utilizadas foram previamente caracterizadas com
relagdo ao pH e condutividade elétrica. A agua 1 foi oriunda de represa com pH 7,9 e
condutividade elétrica 155,9, e a agua 2 oriunda de pogo artesiano com pH 8,1 e condutividade
elétrica 100,1. Os tratamentos foram compostos pelas duas aguas e dois herbicidas

(aminopiralide+ fluroxipir e fluroxipir + picloram), na dosagem de 1L ha-1. As medigbes da tensdo
superficial foram realizadas por meio do tensidmetro automatico, modelo OCA15 Plus, da
Dataphysics Germany. As avaliagdes da tensao foram realizadas durante 60 segundos, porém,
para comparagao, considerou-se cinco, 15 e 25 segundos. Todos os tratamentos se
diferenciaram da testemunha nos trés tempos avaliados. Houve diferengcas apenas entre os
herbicidas aos cinco segundos, na qual, o herbicida fluroxipir + picloram apresentou menor valor.
Aos 15 e 25 segundos a diferenga nao foi significativa nos fatores agua e herbicidas. Portanto,
as fontes de agua utilizadas nao interferiram na tensao superficial das caldas herbicidas.
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